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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月7日(2009.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性層と、屈折率の異なる媒質が二次元周期で配列された二次元フォトニック結晶とを
有する面発光レーザにおいて、
前記二次元フォトニック結晶が、二次元周期構造を有する第１の層と、第２の層とを備え
、前記第１の層と第２の層とを接するように配置し、前記二次元フォトニック結晶の屈折
率周期を乱す部位が前記第２の層に形成されていることを特徴とする面発光レーザ。
【請求項２】
　前記第１の層が、第１の屈折率を有する第１媒質中に、第２の屈折率を有する第２媒質
よりなる柱状構造体が一定間隔で周期的に形成された第１の二次元周期構造層であり、
　前記第２の層が、第３の屈折率を有する第３媒質中に、第４の屈折率を有する第４媒質
よりなる柱状構造体が形成された第２の二次元周期構造層であり、その周期は、前記第１
の二次元周期構造とは異なるように形成され、
　且つ、その柱状構造体の大きさを含む形状が前記第１の二次元周期構造層における柱状
構造体と異なる形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の面発光レーザ。
【請求項３】
　二次元周期構造を有する第１の層と第２の層とを接するように配置し、屈折率周期を乱
す部位が前記第２の層に形成されている請求項１に記載の面発光レーザを構成する二次元
フォトニック結晶の製造方法であって、
基板上に形成された第１の半導体層に、第１の柱状空孔を後の工程における第３の半導体
層に形成される第２の柱状空孔と周期あるいは形状の少なくとも一方が異なるように形成
し、該第１の柱状空孔に第２の半導体層を埋め込む工程と、
前記第２の半導体層が埋め込まれた第１の半導体層上に、第３の半導体層を形成し、該第
３の半導体層に一定間隔で周期的構造を有する第２の柱状空孔を、前記第１の柱状空孔に
埋め込まれた第２の半導体層が露出する深さで形成する工程と、
前記露出した第２の半導体層を、該第１の柱状空孔から除去しあるいは除去しないでおく
工程と、
を有することを特徴とする二次元フォトニック結晶の製造方法。
【請求項４】
　二次元周期構造を有する第１の層と第２の層とを接するように配置し、屈折率周期を乱
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す部位が前記第２の層に形成されている請求項１に記載の面発光レーザを構成する二次元
フォトニック結晶の製造方法であって、
基板上に形成された第１の半導体層に、該半導体層の一部を多孔質化した柱状形状部を、
後の工程で形成される第１の柱状空孔と周期あるいは形状の少なくとも一方が異なるよう
に形成する工程と、前記多孔質化された柱状形状部の形成された前記第１の半導体層上に
、第２の半導体層を形成し、該第２の半導体層に一定間隔で周期的構造を有する第１の柱
状空孔を、前記多孔質化された柱状形状部が露出する深さで形成する工程と、
前記露出した前記多孔質化された柱状形状部から、該多孔質化された部分を除去して第２
の柱状空孔を形成し、あるいは該多孔質化された部分を除去しないでおく工程と、
を有することを特徴とする二次元フォトニック結晶の製造方法。
【請求項５】
　二次元周期構造を有する第１の層と第２の層とを接するように配置し、屈折率周期を乱
す部位が前記第２の層に形成されている請求項１に記載の面発光レーザを構成する二次元
フォトニック結晶の製造方法であって、
基板上に積層された上層の半導体層に、一定間隔で周期的構造を有する第１の柱状空孔を
形成する第１の工程と、
前記第１の工程後に、前記基板上における下層の半導体層に前記上層の半導体層に形成さ
れた第１の柱状空孔と周期あるいは形状の少なくとも一方が異なる第２の柱状空孔を形成
する第２の工程と、を有することを特徴とする二次元フォトニック結晶の製造方法。
【請求項６】
　二次元周期構造を有する第１の層と第２の層とを接するように配置し、屈折率周期を乱
す部位が前記第２の層に形成されている請求項１に記載の面発光レーザを構成する二次元
フォトニック結晶の製造方法であって、
基板上に積層された半導体層の上面側から、一定間隔で周期的構造を有する第１の柱状空
孔を形成する第１の工程と、
前記第１の工程後に、前記半導体層の下面側から、前記上面側から形成された第１の柱状
空孔と周期あるいは形状の少なくとも一方が異なる第２の柱状空孔を形成する第２の工程
と、を有することを特徴とする二次元フォトニック結晶の製造方法。
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